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(57) Abstract 

The invention relates to an optoelectronic com- 
ponent in which an optoelectronic chip (1) is mounted 
on a chip carrier (2) of a leadframe (7). Said leadframe 
(7) contains a terminal (8) which is set apart from the 
chip carrier (2). The terminal is electrically joined to 
an electrical contact of the optoelectronic chip (7). The 
chip carrier (2) contains a number of external connec- 
tions (4, 5, 6) for improving the transfer of heat away 
from the chip (I). Said connections project out of dif- 
ferent positions of a covering (3) which are set apart 
from one another. 

(57) Zusammenfassung 

Optortlektmnisches Bauelement, bet dem cin op- 
toe lektron is cher Chip (1) auf einem Chiptragerteil (2) 
cincs Leadframe (7) befestigt ist, bci dem der Lciterrah- 
men (7) einen in einem Abstand zum Chiptragerteil (2) 
angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der mit einem 
elektrischen Kontakt des optoelektronischen Chips (7) 
elektrisch leiiend verbunden ist. Der Chiptragerteil (2) 
weist zur verbesserten Ableitung der Warme vom Chip 
(1) cine Mehrzahl von extcrnen AnschlOssen (4, 5, 6) 
auf, die an verschiedenen. einen Abstand voneiuander 
aufweisenden Stellen eincr Umhullung (3) aus dieser 
herausragen. 
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Beschreibung 

Optoelektronisches Bauelement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein optoelektronisches Bauele- 
ment, bei dem ein optoelektronischer Chip mittels eines gut 
warmeleitenden Verbindungsmittels auf einem Chiptragerteil 
eines Leiterrahmens (Leadframe) befestigt ist, der Leiterrah- 
men einen in einem Abstand zum Chiptragerteil angeordneten, 
mit einem elekt.rischen Kontakt des Chips elektrisch leitend 
verbundenen Anschlussteil aufweist, und bei dem der Chip und 
zumindest jeweils ein Teilbereich des Chiptr&gerteiles und 
des Anschlussteiles von einer Umhiillung umgeben sind, derart, 
dass fUr eine Leiterplattenmontage bestimmte, im Leiterrahmen 
vorgesehene externe Anschltisse des Chiptragerteiles und des 
Anschlussteiles aus der Umhtillung herausragen Oder vollstan- 
dig auiierhalb der Umhiillung liegen. Sie bezieht sich im Spe- 
ziellen auf ein optoelektronisches Bauelement mit einem opto- 
elektronischen Halbleiterchip, insbesondere mit einem bei ho- 
her Leistung betriebenen Leuchtdioden (LED) -Chip . 

Ein solches Bauelement ist beispielsweise aus der europ&i- 
schen Patentanmeldung EP 400 176 bekannt . Hierin ist eine so- 
genannte TOPLED beschrieben, bei der ein lichtemittierender 
25 Halbleiterchip (LED-Chip) auf einem ebenen Chiptragerteil ei- 
nes Leiterrahmens befestigt ist. Der Leiterrahmen setzt sich 
zusammen aus dem Chiptragerteil und einem in einem Abstand zu 
diesem, also elektrisch isoliert von diesem angeordneten An- 
schlussteil mit jeweils einem externen Anschluss. Der Chip- 
30 tragerteil mit dem Halbleiterchip, der Anschlussteil und 

Teilbereiche der externen Anschltisse sind von einer Umhiillung 
umgeben, die aus einem s trahlungsundurchlassigen Grundkorper 
mit einer Ausnehmung und einem diese Ausnehmung ausftillenden 
strahlungsdurchlcLssigen Fensterteil besteht. Der Chiptr&ger- 
35 teil und der Anschlussteil sind derart von dem Grundkarper 
umgeben bzw. in diesen eingebettet, dass Teilbereiche der 
Oberseiten des Chiptragerteils und des Anschlussteils mit der 
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verbleibenden Bodenflache der Ausnehmung biindig abschliefien. 
Der Halbleiterchip ist bis auf seine Unterseite, mit der er 
auf dem Chiptr&gerteil aufliegt, vollstandig von dem strah- 
lungsdurchlassigen Fensterteil umgeben. Die Ausnehmung und 
5 deren Innenflachen sind derart geformt und angeordnet, dass 
sie ftlr die vom Halbleiterchip ausgesandte Strahlung einen im 
Wesentlichen kegelstumpf f ormigen Reflektor bildet. 

In der DE 19536454A1 ist ein optoelektronisches Bauelement 
10 beschrieben, bei dem zur Verbesserung der Warmeableitung vom 
Halbleiterchip zwei externe Anschltlsse des ChiptrSgerteiles 
des Leiterrahmens gegentlber den externen AnschlUssen des An- 
schlufiteiles verbreitert sind. 

15 Bei den oben beschriebenen bekannten optoelektronischen Bau- 
elementen kommt es bei Betrieb des Halbleiterchips bei hohen 
Stromen und damit bei hoher Leistung, wie es beispielsweise 
bei sogenannten Power-LEDs der Fall ist, aufgrund von unzu- 
reichender warmeableitung vom Halbleiterchip, zu dessen star- 

20 ker Erhitzung. Diese Erhitzung fiihrt haufig zur Beeinrachti- 
gung der Panktionsf ahigkeit des Halbleiterchips, wie z. B. 
beschleunigte Alterung, Abbrechen des Halbleiterchips vom 
Leiterrahmen, Abbrechen der Bonddrahte oder Zerstorung des 
Chips. Die bekannten verbreiterten externen Anschvlsse des 

25 Chiptragerteiles begiinstigen eine Delamination des Kunststof- 
fes vom Leiterrahmen, die z. B. ein Eindringen von Feuchtig- 
keit zum Halbleiterchip hervorrufen kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, das optoelek- 
30 tronische 3auelement der eingangs genannten Art so weiterzu- 
bilden, dass eine verbesserte warmeableitung vom Chip gew&hr- 
leistet ist, ohne gleichzeitig die GehSuseabmessungen wesent- 
lich zu ver&ndern und ohne gleichzeitig die Delaminationsge- 
fahr wesentlich zu erhohen. 

35 

Diese Aufgabe wird durch ein Bauelement mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 oder des Anspruches 9 gelost. Sind mehr als ein 
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optoelektronischer Chip vorgesehen, so wirci die Aufgabe durch 
ein Bauelement mit den Merkmalen des Anspruches 4 gelSst. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der erf indungsgemalien Bauelemen- 
5 te sind Gegenstand der UnteransprUche 2, 3, 5 bis 8 und 10 
bis 14. 

Bei dem Bauelement gemafl Anspruch 1 ist vorgesehen, dass der 
Chiptragerteil mindestens drei separate, mit dem Chiptrager- 

10 teil thermisch leitend verbundene externe AnschlUsse auf- 

weist, die an verschiedenen, einen Abstand voneinander auf- 
weisenden Stellen der UmhUllung aus dieser herausragen und 
die derart geformt sind, daft sie im auf einer fUr die Montage 
des Bauelements vorgesehenen Leiterplatte montierten Zustand 

15 des Bauelements alle gleichzeitig auf der Anschlufl- oder Lei- 
terplatte aufliegen. Die im Betrieb des Bauelements im Chip 
entstehende W&rme v/ird folglich an drei verschiedenen Punkten 
in die Leiterplatte eingespeist und grofifl&chig auf dieser 
verteilt. Dadurch wird eine deutlich verbesserte Warmeablei- 

20 tung vom optoelektronischen Chip erzielt. 

Bei einer besonders bevorzugten Aus fiihrungs form des erfin- 
dungsgem&Ben Bauelements verlaufen die externen AnschlUsse 
des Chiptragerteiles in Draufsicht auf den Leiterrahmen gese- 

25 hen, ausgehend von dem Chiptragerteil getrennt voneinander im 
Wesentlichen sternfarmig nach auBen. Die Warmeableitungspunk- 
te vom Bauelement zur Leiterplatte hin weisen dadurch ver- 
haltnismaftig groBe Abst&nde voneinander auf, wodurch eine 
sehr groBf lachige Verteilung der im Betrieb des Bauelements 

30 Uber den Chiptragerteil und dessen externe AnschlUsse vom 
Chip abgeleiteten thermischen Energie auf die Leiterplatte 
erreicht wird. 

Vorteilhaf terweis weisen die externen AnschlUsse in dem Be- 
35 reich, in dem sie sternfSrmig nach aufien verlaufen, Lcingsmit- 
telachsen auf, von denen zwei zueinander benachbarte jeweils 
einen Winkel von etwa 90° einschlieften. Bei dieser Anordnung 
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ist der Kunststof fbereich zwischen den AnschlUssen maximal, 
wodurch die Delaminationsgef ahr z. B. bei Temperaturschwan- 
kungen verringert ist. 

Ist ein Bauelement mit mindestens einem ersten und einem 
zweiten optoelektronischen Chip vorgesehen, . so weist erfin- 
dungsgema/J der Chiptragerteil mindestens zwei externe An- 
schltisse auf, die an verschiedenen einen Abstand voneinander 
aufweisenden Stellen der UmhUllung aus dieser herausragen. 
Der Leiterrahmen weist hier mindestens zwei Anschluss teile 
mit jeweils einem externen Anschluss auf, die ebenfalls seit- 
lich aus der UmhQllung herausragen. Bevorzugt sind auch hier 
die externen Anschlusse des Chiptragerteiles und der An- 
schlussteile in Draufsicht auf den Leiterrahmen gesehen im 
Wesentlichen sternformig angeordnet, wodurch ein maximaler 
Abstand der externen Anschlusse des Chiptragerteiles vonein- 
ander gewahrleistet ist. Die im Betrieb des Bauelements uber 
den Chiptragerteil und dessen externen Anschlusse vom Chip 
abgeleitete thermische Energie wird dadurch an verhaltnisma- 
fiig weit voneinander entfernten Punkten in die Leiterplatte 
eingespeist, so dass auch hier eine sehr gute Warmeverteilung 
auf der Leiterplatte erzielt wird. 

Besonders bevorzugt sind bei dem letztgenannten Bauelement 
die externen Anschlusse des Chiptragerteiles in Draufsicht 
auf den Leiterrahmen gesehen bezuglich des Chiptragerteiles 
diagonal versetzt zueinander angeordnet. Sie ragen auf einan- 
der gegentiberliegenden Seitenf lachen einer vorzugsweise im 
Wesentlichen quaderformigen Umhtillung aus dieser heraus . Die 
Anschlussteile sind hierbei auf verschiedenen Seiten des 
Chiptragerteiles angeordnet und deren externe Anschlusse ra- 
gen ebenfalls auf einander gegentiberliegenden Seitenf lachen 
der UmhUllung aus dieser heraus. In Draufsicht aiif den Lei- 
terrahmen sind sie bezUglich des Chiptragerteiles zu den ex- 
ternen AnschlUssen des Chiptragerteiles zueinander entgegen- 
gesetzt diagonal versetzt angeordnet. 
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Um die Warmeableitung von den Chips, falls notwendig, weiter 
zu verbessern, kann der Chiptragerteil auch mehr als zwei ex- 
terne AnschlUsse aufweisen, die wiederum an verschiedenen ei- 
nen Abstand von einander aufweisenden Stellen der UmhUllung 
aus dieser herausragen. Die Anzahl dieser externen Anschltisse 
kann nach Bedarf je nach zulassiger Baugrofie des Bauelements 
weiter erhOht werden. 

Bei einem erf indungsgemaflen Bauelement, das so auf einer Lei- 
terplatte befestigt werden kann, dass bei dessen Betrieb die 
die vom Chip ausgesandte Strahlung im Wesentlichen parallel 
zur Leiterplatte abgestrahlt wird (seitlich emittierendes 
Bauelement), weist der Chiptragerteil mindestens zwei externe 
Anschltisse und der Anschlussteil mindestens einen externen 
Anschluss auf, die getrennt voneinander an ein- und derselben 
Seitenflache der UmhUllung aus dieser herausragen. Der exter- 
ne Anschluss des Anschlussteiles ist hierbei bevorzugt zwi- 
schen den beiden externen Anschltlssen des Chiptragerteiles 
angeordnet . 

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung des letztge- 
nannten Bauelements ist der externe Anschluss des An- 
schlussteiles schmaler als die beiden externen Anschltisse des 
Chiptragerteiles. Selbstverstandlich konnen optional auch bei 
den anderen oben genannten erf indungsgemaften Bauelementen die 
externen Anschltisse des Chiptragerteiles breiter sein als die. 
externen Anschltisse der Anschlussteile . 

Bei einer Weiterbildung des oben genannten seitlich emittie- 
renden Bauelements ist der Chiptragerteil zusatzlich mit min- 
destens einer Kuhlfahne warmeleitend verbunden, die auf einer 
anderen Seitenflache der UmhUllung als die Anschlussteile aus 
dieser herausragt. Diese KUhlfahne alleine oder eine an diese 
Kuhlfahne thermisch angeschlossene weitere Kuhleinrichtung 
gewahrleistet eine weiter verbesserte Warmeableitung vom 
Chip. 
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Weitere Vorteile und bevorzugte AusfUhrungsf ormen ergeben 
sich aus den im folgenden in Verbindung mit den Figuren 1 bis 
3b n&her erlauterten Ausfiihrungsbeispielen. Es zeigen: 

Figur la eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines 
Ausftlhrungsbeispieles eines erf indungsgemaflen Bauelements mit 
einem einzigen optoelektronischen Chip, 

Figur lb eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
das Ausfuhrungsbeispiel von Figur 1 entlang der Linie A-A, 
Figur 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines 
AusfUhrungsbeispieles eines erf indungsgemafien Bauelements mit 
mindestens zwei optoelektronischen Chips, 

Figur 3a eine schematische Darstellung einer Seitenansicht 
eines Ausfuhrungsbeispieles eines erf indungsgemafcen seitlich 
15 emittierenden Bauelements und 

Figur 3b eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
das Ausfuhrungsbeispiel von Figur 3 entlang der in Figur 3 
eingezeichneten Linie A-A. 

20 In den Figuren sind gleiche und gleichwirkende Bestandteile 
der verschiedenen Ausfuhrungsbeispiele immer mit denselben 
Bezugszeichen versehen. 

Bei dem Bauelement gemafi Figur 1 handelt es sich urn ein 
25 Leuchtdioden-Bauelement, bei dem auf einem Chiptragerteil 2 
eines Leiterrahmens (Leadframe) 7 ein lichtemittierender 
Kalbleiterchip 1 (LED-Chip) mittels eines gut warmeleitenden 
Verbindungsmittels, z. B. mittels eines metallischen Lotes 
befestigt ist. Drei separate externe Anschliisse 4, 5, 6 er- 
30 strecken sich ausgehend vom Chiptragerteil 2 in drei ver- 

schiedene Richtungen nach aulien. In einem Abstand zum Chip- 
tragerteil 2 mit den externen AnschlUssen 4, 5, 6 ist ein An- 
schlussteil 8 mit einem externen Anschluss 9 angeordnet, der 
mittels eines Bonddrahtes 16 mit einem elektrischen Kontakt 
35 des LED-Chips 1, z. B. mit der Anodenkontaktierung verbunden 
ist. Eine zweite Kontaktmetallisierung (Kathodenkontaktie- 
rung) des LED-Chips 1 befindet sich beispielsweise an dessen 
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dem Chiptragerteil 2 zugewandten Unterseite und ist mit dem 
Chiptragerteil 2 mittels dem in diesem Fall auch elektrisch 
leitenden Verbindungsmittel elektrisch leitend verbunden. Der 
Chiptragerteil 2 mit den externen Anschltlssen 4, 5, 6 dient 
5 . folglich in diesem Fall sowohl als Kathodenanschluss als auch 
als thermischer Anschlufc zur Warmeableitung vom LED-Chip, 

Ist die Kathodenkontaktierung nicht, wie im oben genannten 
Fall, an der Unterseite des Chips 1 angeordnet, sondern z. B. 
10 an dessen Oberseite, kann diese mittels eines Bonddrahtes mit 
dem Chiptr&gerteil 2 elektrisch leitend verbunden sein. 

Der Chiptragerteil 2, der Anschlussteil 8 und Teilbereiche 
von deren externen AnschlUsse 4, 5, 6, 9 sind von einem im 

15 Wesentlichen quaderf ormigen Grundkcjrper 10 einer UmhUllung 3 
umschlossen, der eine Ausnehmung 11 aufweist. Die Ausnehmung 
11 hat im Wesentlichen die Form eines Kegelstumpf es und 
reicht von einer zum Leiterrahmen 7 parallel liegenden 
Hauptflache 17 des Grundkorpers 10 bis zum Leiterrahmen 7, 

20 wobei sich der Querschnitt der Ausnehmung 11 vom Leiterrahmen 
7 zur Hauptflache 17 des Grundkorpers 10 hin vergr^fiert. Der 
LED-Chip 1 befindet sich in der Ausnehmung 11, die mit einem 
strahlungsdurchlassigen Fensterteil 22, bevorzugt mit einem 
transparenten Kunststof f verguss versehen ist. Dieser Fenster- 

25 teil 22 bildet zusammen mit dem Grundkorper 10 eine Umhtillung 
3 des Bauelements . Die externen Anschllisse 4, 5, 6, 9 ragen 
auf einander gegeniiberliegenden Seitenf lachen 18,19 des 
Grundkorpers 10 aus diesem heraus." Sie verlaufen innerhalb 
des Grundkorpers 10 ausgehend von dem Chiptragerteil 2 zu- 

30 nachst im Wesentlichen sternfOrmig auseinander und knicken im 
weiteren Verlauf ab, derart, dass sie die Seitenf lachen 18,19 
senkrecht durchdringen . 

Der Chiptragerteil 2 liegt bevorzugt vollstSndig innerhalb 
35 der Bodenflache der Ausnehmung 11. 
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Die externen AnschlUsse 4,5,6,9 weisen in dem Bereich, in dem 
sie sternformig nach auJSen verlaufen, Langsmittelachsen 
23,24,25 auf, von denen jeweils zwei zueinander benachbarte 
einen Winkel von etwa 90° einschliefien. 

Die externen AnschlUsse 4, 5, 6, 9 sind aufierhalb des Grund- 
kSrpers 10 zunachst zu der der ersten Hauptflache 17 gegen- 
Uberliegenden zweiten Hauptflache 20 des Grundkorpers 10 hin 
und im weiteren Verlauf unterhalb des Grundkorpers 10 zu des- 
sen Mitte hin gebogen. Sie konnen aber auch, wie in Figur lb 
gestrichelt angedeutet, zu schwingenffirmigen Anschluss- 
Stummeln gebogen sein. Auch dies stellt eine an sich in der 
'Oberflachenmontage-Technik ubliche Form der externen elektri- 
schen AnschlUsse dar. Diese Arten von externen Anschltissen 
ftir oberflachenmontierbare-Bauelemente (SMD) sind an sich be- 
kannt und werden von daher an dieser Stelle nicht naher er- 
lautert. 

Die externen AnschlUsse sind folglich derart geformt, dafi sie 
im auf einer fUr die Montage des Bauelements vorgesehenen 
Leiterplatte montierten Zustand des Bauelements alle gleich- 
zeitig auf der AnschluJi- oder Leiterplatte aufliegen. 

Die Innenflachen der Ausnehmung 11 bilden einen Reflektor fur 
die vom LED-Chip 1 im Betrieb des Bauelements ausgesandte 
Strahlung. sie sind optional mit einem ref lexionssteigernden . 
Material beschichtet. Alternativ kann der Grundkorper aus ei- 
nem ref lexionssteigernden Material bestehen. 

Bei dem AusfUhrungsbeispiel von Figur 2 sind im Unterschied 
zum AusfUhrungsbeispiel der Figuren la und lb auf einem Chip- 
tragerteil 2 eines Leiterrahmens 7 zwei verschiedenf arbig 
leuchtende LED-Chips 1, 13 mittels eines thermisch und elek- 
trisch leitenden Verbindungsmittels befestigt. Auf gegenUber- 
liegenden Seiten des Chiptragerteiles 2 sind in einem Abstand 
zu diesem ein erster 8 und ein zweiter Anschlussteil 12 ange- 
ordnet, von denen jeder einen externen Anschluss 9,14 auf- 
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weist* Diese externen AnschlUsse 9,14 verlaufen parallel ver- 
setzt zueinander, erstrecken sich, gesehen vom Chiptragerteil 
2, in zueinander entgegenjgesetzten Richtungen und ragen auf 
einander gegenUberliegenden Seitenf l&chen 18,19 des Grundkdr- 
5 pers 10 aus diesem heraus, Sie sind mittels Bonddrahten 16 
mit den Anodenkontaktierungen der LED-Chips 1,13 elektrisch 
lei tend verbunden. 

Das Chiptragerteil 2 weist zwei externe Anschltisse 4,5 auf, 
10 die sich ausgehend vom Chiptragerteil 2 im Wesentlichen eben- 
falls parallel versetzt zueinander in zueinander entgegenge- 
setzten Richtungen parallel zu den externen AnschlUssen 9,14 
der Anschlussteile 8,12 erstrecken und auf einander gegen- 
Uberliegenden Seitenf lachen 18,19 des Grundkorpers 10 aus 
15 diesem herausragen. 

Wie beim AusfUhrungsbeispiel der Figuren la und lb, weist der 
strahlungsundurchl&ssige Grundkorper 10 eine kegelstumpf f or- 
migen Ausnehmung 11 auf, die mit einem transparenten Fenster- 
20 teil 22 versehen ist. Die LED-Chips 1,13 befinden sich in 
dieser der Ausnehmung 11, 

Die externen AnschlUsse 4,5,9,14 ragen auf einander gegen- 
Uberliegenden Seitenf lachen 18,19 des Grundkorpers 10 aus 
2 5 diesem heraus . Sie sind aufterhalb des Grundkorpers 10 analog 
zum AusfUhrungsbeispiel gemafi Figuren la und lb geformt. 

Bei den oben beschriebenen Ausf Uhrungsbeispielen sind jeweils 
die Umhiillung 3 und die externen AnschlUsse 4,5,6,9,14 derart 
30 ausgebildet, dass im Betrieb des Bauelements die vom bzw. von 
den LED-Chip/s ausgesandte Strahlung im Wesentlichen senk- 
recht zur Montageoberf lache einer ftir die Montage des Bauele- 
ments vorgesehenen Leiterplatte abgestrahlt wird. 

35 Bei dem AusfUhrungsbeispiel der Figur 3a und 3b handelt es 
sich um ein sogenanntes seitlich emittierendes LED- 
Bauelement, Diese Art von Bauelement ist im allgemeinen Teil 
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der Beschreibung bereits erlautert. Die UmhUllung 3 und die 
externen AnschlUsse 4,5 und 9 des Chiptragerteiles 2 bzw. des 
Anschlussteiles 8 sind bei diesem Baueleruent derart ausgebil- 
det, dass es mit einer SeitenflSche 20 des Grundk5rpers 10 
5 zur Montagef lache einer Leiterplatte hin auf dieser befestigt 
werden kann. 

Hierzu weist ein Leiterrahmen 7 einen Chiptragerteil 2 auf, 
der mindestens zwei externe AnschlUsse 4,5 besitzt. Diese ex- 

D ternen AnschlUsse 4,5 erstrecken sich zunachst ausgehend vom 
Chiptragerteil 2, auf dem ein LED-Chip 1 mittels eines ther- 
misch und elektrisch leitenden Verbindungsmittels befestigt 
ist, in im Wesentlichen entgegengesetzten Richtungen nach au- 
lien. Im weiteren Verlauf knicken sie in dieselbe Richtung ab, 

5 so dass sie anschlieftend parallel zueinander in die gleiche 
Richtung verlauf en. Zwischen den beiden externen AnschlUssen 
4,5 des Chiptragerteiles 2 ist ein Anschlussteil 8 mit einem 
externen Anschluss 9 angeordnet , . der parallel zu den beiden 
externen AnschlUssen 4,5 des Chiptragerteiles in dieselbe 

0 Richtung wie diese verlauf t. 

Der Chiptragerteil 2, dessen externe AnschlUsse 4,5, der An- 
schlussteil 8 und dessen externer Anschluss 9 sind analog zu 
den beiden oben beschriebenen Ausf Uhrungsbeispielen mit einem 

5 strahlungsundurchiassigen GrundkOrper 10 umschlossen, der ei- 
ne kegelstumpf f ormige Ausnehmung 11 aufweist, in dem der LED- 
Chip 1 angeordnet ist. Die Ausnehmung 11 ist auch hier mit 
einem strahlungsdurchlassigen Fensterteil 22 versehen, der 
bevorzugt aus einem strahlungsdurchlassigen Kunststoff be- 

0 steht. Die externen AnschlUsse 4,5,9 ragen auf ein- und der- 
selben Seitenfiache 18 des GrundkCrpers 10 aus diesem heraus, 
sind aufierhalb des Grundkorpers 10 nach unten in Richtung 
Ruckseite des Grundkorpers 10 gebogen und sind im weiteren 
Verlauf entlang der RUckseite 21 des Grundkorpers 10 zu des- 

5 sen Mitte hin gebogen. Die von der Seitenf lache 18 des Grund- 
korper 10 abgewandten Aufienf lichen der externen AnschlUsse 
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4,5,9 bilden eine Auf lagef lHche des Bauelements zu dessen 
Montage auf einer Leiterplatte. 

Zur zusatzlichen Ktthlung des LED-Chips 1 kann der Chiptrager- 
teil 2 mit einer Kiihlfahne 15 aufweisen (in den Figuren 3a 
und 3b gestrichelt eingezeichnet) ♦ Diese ragt auf einer der 
Seitenflache 18, aus dem die externen Anschltlsse 4,5,9 her- 
ausragen, gegenUberliegenden Seitenflache 19 des GrundkSrpers 
10 aus diesem heraus und ist aufierhalb des Grundkorpers 10 zu 
dessen RUckseite 21 hin gebogen, derart, dass sie auf der 
Seitenflache 19 aufliegt. An diese KUhlfahne 15 konnen optio- 
nal weitere Kiihleinrichtungen thermisch angeschlossen werden. 

Bei alien oben beschriebenen Ausf Uhrungsbeispielen sind be- 
vorzugt die externen Anschltlsse des Chiptr&gerteiles 2 brei- 
ter als die externen Anschltlsse des bzw, der Anschlussteile 
8,12. Dainit kann bei im Wesentlichen unveranderter Gehauseab- 
messung ein weiter verbesserter Warmeabtransport vom LED-Chip 
1 erzielt werden. Die externen Anschltlsse 4,5,6,9,12 konnen 
aber auch alle dieselbe Breite haben. 

Urn eine weitere Verbesserung des W&rmeabtransports vom LED- 
Chip zu erreichen, sind auf einer ftlr die Montage des Bauele- 
ments vorgesehenen Leiterplatte besonders grofie L6t-Pads vor- 
25 gesehen. Diese sind ebenfalls sternformig angeordnet und kdn- 
nen so die vom LED-Chip abgeftlhrte Warme grofcflachig auf der 
Leiterplatte verteilen. Die Leadframes der erf indungsgemSfien 
Bauelemente fiihren die warme sternformig vom LED-Chip zur Ge- 
hauseaufienseite . Dadurch wird die Warme an weit voneinander 
30 entfernt liegenden Punkten in die Platine eingespeist. Auf 
der Platine befinden sich bevorzugt urn jeden Lot-Pad grofie, 
beispielsweise aus Kupfer bestehende Metallisierungen, die 
die Warme auf der Leiterplatte verteilen. Der Warmewider stand 
der erf indungsgemaiien Gehause ist gegentlber dem warmewider- 
35 stand herkommlicher LED-Geh&use deutlich reduziert. 
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Bei den oben beschriebenen Gehausen fur LED-Chips handelt es 
sich urn in der Halbleitertechnik bekannte Gehause fiir opto- 
elektronische 3auelemente^ Die besonderen Formen, die dazu 
verwendeten Materialien und Herstellverf ahren werden von da- 
5 her an dieser Stelle nicht mehr naher erl&utert. 

Die Beschreibung der Erfindung anhand der Ausf ilhrungsbeispie- 
le ist selbstverstandlich nicht als Einschrankung der Erfin- 
dung auf diese Beispiele zu verstehen. 



10 
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Patent ansprtiche 

1. Optoelektronisches Bailelement/ 

bei dem ein optoelektronischer Chip (1) mittels eines gut 
5 warmeleitenden Verbindungsmittels auf einem Chiptragerteil 
(2) eines Leiterrahmens (Leadframe) (7) befestigt ist, 
bei dem der Leiterrahmen (7) einen in einem Abstand zum Chip- 
tragerteil (2) angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der 
mit einem elektrischen Kontakt des optoelektronischen Chips 

10 (7) elektrisch leitend verbunden ist, und 

bei dem der optoelektronische Chip (1) und ein Teil des Lei- 
terrahmens (7) von einer UmhUllung (3) umgeben sind, derart, 
dass im Leiterrahmen (7) vorgesehene externe AnschlUsse 
(4,5,6,9) des Chiptragerteiles (2) und des Anschlussteiles 

15 (8) aus der UmhUllung (3) herausragen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mindestens drei voneinander ge- 
trennte, mit dem Chiptragerteil (2) thermisch leitend verbun- 
dene externe AnschlUsse (4,5,6) aufweist, die an verschiede- 

20 nen, einen Abstand voneinander aufweisenden Stellen der Um- 
hUllung (3) aus dieser herausragen und die derart geformt 
sind, dali sie im auf einer fur die Montage des Bauelements 
vorgesehenen Leiterplatte montierten Zustand des Bauelements 
alle gleichzeitig auf der AnschluB- oder Leiterplatte auflie- 

25 gen. 

2, Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet/ 

dass die externen Anschliisse (4,5,6,9) des Chiptragerteiles 
30 (2) in Draufsicht auf den Leiterrahmen (7) gesehen, ausgehend 
von dem Chiptragerteil (2) innerhalb der UmhUllung (3) ge- 
trennt voneinander im Wesentlichen sternformig nach aufien 
verlauf en. 

35 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, 
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dass die externen AnschlUsse (4,5,6,9) in dem Bereich, in dem 
sie sternformig nach auiien verlaufen, Langsmittelachsen 
(23,24,25) aufweisen, von; denen jeweiis zwei zueinander be- 
nachbarte einen WinJcel von etwa 90° einschlieflen . 

5 

4. Optoelektronisches Bauelement, 

bei dem mindestens ein erster und ein zweiter optoelektroni- 
scher Chip (1,13) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiter- 
rahmens (Leadframe) (7) befestigt sind, 

10 bei dem der Leiterrahmen (7) mindestens einen ersten und ei- 
nen zweiten in einem Abstand zum Chiptragerteil (2) angeord- 
neten Anschluss teil (8,12) aufweist, wobei der erste An- 
schlussteil (8) mit einem elektrischen Kontakt des ersten 
Chips (1) und der zweite Anschlussteil (12) mit einem elek- 

15 trischen Kontakt des zweiten Chips (13) elektrisch leitend 
verbunden ist, und 

bei dem der optoelektronische Chip (1) und jeweiis zumindest 
ein Teilbereich des Chiptragerteiles (2) und der An- 
schlussteile (8,12) von einer Umhiillung (3) umgeben sind, 
20 derart, dass externe Anschllisse (4,5,9,14) des Chiptragertei- 
les (2) und der Anschlussteile (8,12) aus der Umhiillung (3) 
herausragen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mindestens zwei externe Anschlus- 
25 se (4,5) aufweist, die an verschiedenen einen Abstand vonein- 
ander aufweisenden Stellen der Umhiillung (3) aus dieser her- 
ausragen. 

5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass sich die externen Anschlusse (4,5,9,14) des Chiptrager- 
teiles (2) und der Anschlussteile (8,12) in Draufsicht auf 
den Leiterrahmen (7) gesehen vom Chiptragerteil (2) innerhalb 
der Umhiillung (3) getrennt voneinander im Wesentlichen stern- 
35 formig nach auiien erstrecken. 



6. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4 Oder 5, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass die externen AnschlUsse (4,5) des Chiptragerteiles (2) 
im Wesentlichen zueinander parallel versetzt in entgegenge- 
setzte Richtungen verlaufen und auf einander gegenUberliegen- 
5 den Seitenf lachen (18,19) der UmhUllurig (3) aus dieser her- 
ausragen, dafi die Anschlussteile (8,12) auf verschiedenen 
Seiten des Chiptragerteiles (2) angeordnet sind und dass de- 
ren externe AnschlUsse (9,14) parallel zu den externen An- 
schlussen (4,5) des Chiptragerteiles (2) verlaufen und eben- 
10 falls auf einander gegenUberliegenden Seitenf lichen (18,19) 
der UmhUllung (3) aus dieser herausragen, so dass die exter- 
nen AnschlUsse (4,5) des Chiptragerteiles (2) und die exter- 
nen AnschlUsse (9,14) der Anschlussteile (8,12) jeweils dia- 
gonal versetzt zueinander angeordnet sind. 

15 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die UmhUllung (3) und die externen AnschlUsse 
20 (4,5,6,9,14) fUr eine Montage auf einer Leiterplatte ausge- 
bildet sind, derart dass bei Betrieb des Chips (1) eine von 
diesem ausgesandte und/oder empfangene Strahlung im Wesentli- 
chen von einer HauptflSche der Leiterplatte abgestrahlt bzw. 
empfangen wird. 

25 

8. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die UmhUllung (3) und die externen AnschlUsse 
(4,5,6,9,14) oberf lachenmontierbar ausgebildet sind. 

30 

9. Optoelektronisches Bauelement, 

bei dem ein Strahlung optoelektronischer Chip (1) auf einem 
Chiptragerteil (2) eines Leiterrahmens (Leadframe) (7) befe- 
stigt ist, 

35 bei dem der Leiterrahmen (7) einen in einem Abstand zum Chip- 
tragerteil (2) angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der 
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mit einem elektrischen Kontakt des Chips (7) elektrisch lei- 
tend verbunden ist, 

bei dem der Chip (1) und geweils zumindest ein Teilbereich 
des Chiptragerteiles (2) und des Anschlussteiles (10) von ei- 
5 ner Umhiillung (3) umgeben sind, derart, dass externe An- 
schliisse (4/5,9) des Chiptragerteiles (2) und des An- 
schlussteiles (8) aus der Umhiillung (3) herausragen, und 
bei dem die Umhiillung (3) und die externen Anschliisse 
(4,5,6/9,14) derart ausgebildet sind, dass das Bauelement 

10 derart auf einer Leiterplatte befestigt werden kann, dass bei 
dessen Betrieb eine Strahlachse einer vom Chip (1) ausgesand- 
ten und/oder empfangenen Strahlung im Wesentlichen parallel 
zur Leiterplatte veriauft, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dass mindestens 2wei externe Anschliisse (4,5) des Chiptrager- 
teiles (2) und mindestens ein externer Anschluss (9) des An- 
schlussteiles (8) an verschiedenen Stellen von ein und der- 
selben Seitenflache (18) der Umhiillung (3) aus dieser heraus- 
ragen und dass der externe Anschluss (9) des Anschlussteiles 

20 (8) zwischen deh beiden externen Anschliissen (4,5) des Chip- 
tragerteiles (2) angeordnet ist, 

10. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprtlch 1 
bis 9, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der bzw. die externe/n Anschluss/Anschliisse (9,14) 
des/der Anschlussteile/s (8,12) schmaler als die externen An- 
schliisse (4,5,6) des Chiptragerteiles (2) sind, 

30 11. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 9 oder 9 und 
10, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mit mindestens einer KUhlfahne 
(15) warmeleitend verbunden ist, die auf einer anderen Sei- 
35 tenflache (19) der Umhiillung (3) als die AnschluBteile 
(4,5,9) aus dieser herausragt. 
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12. Optoelektronisches Bauelement nach einem der AnsprUche 1 
bis 11/ 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die UmhUllung (3) vollstandig aus einem strahlungsdurch- 
5 lassigen Material besteht, 

13. Optoelektronisches Bauelement nach einem der AnsprUche 1 
bis 11, 

dadurch gekennzeichnet / 

dass die UmhUllung (3) einen strahlungsundurchiassigen Grund- 
korper (10) mit einer Ausnehmung (11) und einen in der Aus- 
nehmung (11) angeordneten strahlungsdurchlassigen Fensterteil 
(12) aufweist und dass der . Chiptr&gerteil (2) von dem strah- 
lungsundurchiassigen Grundkorper (10) teilweise umhUllt ist, 
derart, dass der Chip (1) in der Ausnehmung (11) angeordnet 
ist . 

14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass die Ausnehmung (11) in ihrem Verlauf von innerhalb der 
UmhUllung (3) nach aussen im Querschnitt aufgeweitet ausge- 
bildet ist, derart, dass deren Innenfl&chen fUr die vom Chip 
(1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung als Reflektor. 
wirken, 

25 



WO 99/07023 



PCT/DE98/02125 




FIG 1 B 

', 7 3> 



WO 99/07023 




PCIYDE98/02125 



FIG 3 A At*- ,9 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Int «tional Application No 

PCT/DE 98/02125 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L33/00 



According to International Patent Classification (IPC) Of to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 H01L 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name ot data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with indication, where appropriate, ot the relevant passages 



Relevant to claim No. 



A 

P.X 



DE 195 36 454 A (SIEMENS AG) 3 April 1997 

cited in the application 

see column 1, line 1-41 - column 3, line 

6-14 



WO 98 20718 A (SILICONIX INC) 14 May 1998 
see abstract; figures 

US 5 289 344 A (GAGNON JAY J ET AL) 

22 February 1994 

see abstract; figures 



1,7,8, 
10,12-14 



2,3,9 
1 

1 



-/-- 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



El 



Patent Family members are listed in annex. 



* Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state ot the art which is not 

considered lo be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the international 

filing date 

"L" document which may throw doubts on priority clatm(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation cr other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, U60, exhibition or 
ether means 

"P" cocument published prior to the international tiling date but 
later lhan the priority date claimed 



T" later document published after the international tiling date 
or priority date and not in conflict with the application but 
. cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

M X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to invotve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Dale cl ine actual completion ol the international search 



19 January 1999 



Date ot mailing of the international search report 



25/01/1999 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenttaan2 
NL • 2280 HV Rijewijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorired officer 



De Laere, A 



Foiw PCT/ISAttIO (second ih««i> (July 1S92) 



page 1 of 2 



INTER 



IONAL SEARCH REPORT 



Int jttonal Application No 

PCT/DE 98/02125 



C.(Conilnualion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Catogory J 



Citation of document, with indicalion.where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 018, no. 556 (E-1620), 
24 October 1994 

-i JP 06 204604 A (SANYO ELECTRIC CO 
LTD) , 22 July 1994 
see abstract 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 009, no. 225 (E-342), 
11 September 1985 

-& JP 60 081877 A (SHARP KK) , 9 May 1985 
see abstract 



9,11 



Form PCT/tSA/210 (continuation of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



InU** (lonal Application No 

PCT/DE 98/02125 



Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


DE 19536454 


A 


03-04-1997 


WO 


9712386 


A 


03-04-1997 








EP 


0852816 


A 


15-07-1998 


WO 9820718 


A 


14-05-1998 


AU 


5087698 


A 


29-05-1998 


US 5289344 


A 


22-02-1994 


NONE 







Form PCT/1SA/210 (paitnl famfty annex) <July 1992) 



INTERNATIONAL 



RECHERCHENBERICHT 



Int* tionate* Aktanzeicnen 

PCT/DE 98/02125 



A. KLASSJFI2IERUNG OES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L33/00 



Nach dor internationalon Patentklassif tkation (IPK) odor nach dor natlonalen Klassifikatlon und dor IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recharchierter MindestprCrfstoff (Klassifikationseystem und Klassitibationssymbole ) 

IPK 6 H01L 



Rec no rente He aber nicht zum Mindestprufstorf gehdrenda Vordtfantlichungen, sowoit dioso unterdio recherchierten Gobiete fallen 



Wahrord der internationalen Recherche konsufllerte eloktronischo Oatenbank (Name dor Oatenbank und evil, verwendeta Suchbegritte) 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie' Bezeichnung dar Verdflentlichung, eoweit artordoriich unter Angabe dor In Betracht kommonden Telle 



Botr. Anspruch Nr. 



A 

P.X 



DE 195 36 454 A (SIEMENS AG) 3. April 1997 
1n der Anmeldung erwahnt 
siehe Spalte 1, Zelle 1-41 - Spalte 3, 
Zelle 6-14 



WO 98 20718 A (SILICONIX INC) 14. Ma1 1998 
siehe Zusammenf assung ; Abblldungen 

US 5 289 344 A (GAGNON JAY J ET AL) 
22. Februar 1994 

siehe Zusammenf assung ; Abblldungen 

-/~ 



1,7.8, 
10,12-14 



2,3,9 
1 



Weitera VeroffantD chung an sind dor Fortsetzung von Feld C xu 
entnehmen 



Stone Anhang Patentfamilie 



* Bosondare Kategorten von angogobonon Verorientlichungon T 
"A" Varrtntenttlchung, die don alkjemelnen Stand der Tochnik de/lnlort. 
aber nicnt als besonders bedeutsarn anzusehen isl 

"E" aiiares OoKurneni, das jedoch arsl am Oder nach dam internationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 

"L" Vercffent lie hung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Verbrfentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht ganannlen Verdffentlichung belegt warden .y 
soil odar die a us einem anderan bosonderen Qrund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verflffentllchung, die steh auf Glno mundllche Offenbarung. 

eine Benutzung, erne Ausstellung odar andoro MaOnahmen Dezleht 
"P* Verarfentilcnung. die vor dom Internationalen Anmeldedatum, aber nach 



dam boanspruchton Priori tats datum verdffentlleht worden isl 



•A 



Spatere Voroflenttichung, dio nach dom intornalionalon Anmoldodalum 
odor d«m Prioritatsdatum verbrfentlieht worden ist und mrt dor 
Anmeldung nicht kollldlert, sondern nur zum Vorstandnis dos der 
Erflndung zugrundelieganden Prinzips odar dar ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegebon Ist 

VorfiHentllchung von bosonderer Bedautung; die beanspruchte Erflndung 
kann alloin aufgrund dieser Verdflentlichung nicht als neu oder auf 
erflnderfscher Tatigkelt beruhend betrachtet warden 

Verdflentlichung von bosonderer Bedautung; die beanspruchte Erflndung 
kann nicht als auf erfinderischerTatigkoit beruhend betrachtet 
werden, worm die Verdffentlichung mil amor odermehreren anderen 
Verorfentllchungen dieser Ketegorie in Verbindung gebracht wird und 
dlese Verblndung fur einen Facnmam naheliegend ist 

Ver6ftentlichung, die Mitglied dorsolbon Patantfamilio ist 



Datum dee Abschiusees der internationalen Recherche 



19. Januar 1999 



Absendedatum dee internationalen RechorchonberichtG 



25/01/1999 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisch.es Patentaml, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL • 2280 HV Rijawijk 
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoUmachtigtar Bedienstetar 

De Laere, A 



FoimbUti PCT/1SA/2 1 0 (BUR 2) (Jull 1 992) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


lnt\ ilonales Aktenzelchen 






PCT/DE 98/02125 


C.(Fcrtsetzurig) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie* 


Beseichnung der Veroffentlichung, sowoit ©rtorderlicti unter Angobe dor in BetracM kommenden Teilo 


Selr. Arts p rue h Nr. 


A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol . 018, no. 556 (E-1620), 
24. Oktober 1994 

-i JP 06 204604 A (SANYO ELECTRIC CO 
LTD), 22. Jul1 1994 
slehe Zusammenf assung 




9 


A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 009, no. 225 (E-342), 
11. September 1985 

JP 60 081877 A (SHARP KK), 9. Ha1 1985 
slehe Zusammenf as sung 




9,11 



foimftian PCT71SA/210 (Foruecung von BUtt 2) (Jul) 1992) 



Selte 2 von 2 



INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT 

AngatMn zu V«r6ff«ntHchungen, <JI« zur so too n PaUnrtamilto gahdron 



Int lie l*s Aictenz*ich«n 

PCT/OE 98/02125 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerGftentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Ver&ttentlichung 



DE 


19536454 


A 


03-04-1997 


UO 


9712386 


A 


03-04-1997 










EP 


0852816 


A 


15-07-1998 


WO 


9820718 


A 


14-05-1998 


AU 


5087698 


A 


29-05-1998 


US 


5289344 


A 


22-02-1994 


KEINE 









Fotmtxan PCf/lSA/210 (Anhing Paunrt»miiu>KJufl 1992) 



